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The questions of microwave-biased research photoconductivity in semiconductors are considered in the report. It is showed that use of the quasi-statistic resonators for measuring of photoconductivity is more preferable. Are presented. results of theoretical and experimental researches.

СВЧ смещение для исследования фотопроводимости (ФП) полупроводников ис-пользуется весьма широко и эффективно [1-4]. Преимущества СВЧ смещения по сравнению с постоянным напряжением, заключающиеся, прежде всего, в отсутствии необходимости создавать омические контакты, обеспечили дальнейшее развитие этого направления. Убедительно показано, что применение СВЧ смещения при исследовании полупроводников позволяет получать более объективную информацию, а зачастую - качественно новую информацию. 

Для создания СВЧ смещения образец фотопроводника помещают в СВЧ поле измерительного преобразователя (ИП) на основе объемного резонатора или волновода. Возможность создания высокой напряженности электрического поля в области расположения фотопроводника делает резонаторную ячейку более предпочтительной по сравнению с волноводной. В практике исследования ФП при СВЧ смещении применялось много типов измерительных резонаторов. В случае высокоомных фотопроводников измерительный резонатор следует конструировать так, чтобы фотоактивная часть образца располагалась в области максимального электрического поля резонатора и предельно заполняла эту область. С увеличением темновой проводимости полупроводника возникает необходимость решать компромиссную задачу, так как при этом увеличение коэффициента включения образца и, соответственно, увеличение влияния фотоактивной части образца на величину выходного сигнала, будет сопровождаться снижением добротности резонатора с образцом и, соответственно, регис-

Рис. 1 – ИП на основе составного цилиндрического резонатора с Н012 – видом колебаний

трируемого сигнала. 

Широкое распространение для  микроволновой диагностики полупроводниковых пластин и многослойных структур получил ИП на основе составного цилиндрического резонатора с Н012 – видом колебаний [4], схематически изображенный на рис. 1. Недостатком такого ИП при массовом контроле ФП полупроводниковых образцов в широком диапазоне значений их электропроводности и толщины является существенная зависимость величины сигнала от уровня включения образца. Кроме того на величину добротности резонатора, а, значит, и на величину сигнала значительное влияние оказывают потери мощности, связанные с взаимодействием поля резонатора и кристаллической решетки полупроводника. Эти обстоятельства могут явиться причиной получения недостоверной информации об истинном значении фотопроводимости.

В докладе рассматриваются вновь проанализированные возможности применения для измерения ФП полупроводников ИП на основе резонатора квазистатического типа [2], схематическое изображение которого приведено на рис. 2, а также оптимизированные схемы его включения в СВЧ тракт. Использование этого типа резонатора позволяет устранить вышеуказанные недостатки или существенно ослабить их влияние.  Приводящиеся в докладе результаты теоретических и экспериментальных исследований показывают преимущества такого ИП при массовом контроле фотопроводимости и других связанных с ней, таких как время жизни, подвижность и скорость рекомбинации носителей заряда, параметров полупроводниковых материалов.       

1 – резонатор; 2 – образец; 3 – петля связи

Рис. 2– ИП на основе квазистатического резонатора
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